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Beschreibung 

Anordnung zum Testen von Halbleitereinrichtungen 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zum Testen 
von Halbleitereinrichtungen . 

Bei der Entwicklung und Produktion von Halbleitereinrichtun- 
gen, zum Beispiel von Speichereinrichtungen, Memorychips, 
Wafern, Halbleitermodulen, ist wahrend des Entwicklungsvor- 
gangs oder auch wahrend verschiedener Zwischenstuf en der 
Produktion ein Testen der Halbleitereinrichtungen notwendig, 
um die Funkt ionsweise der Halbleitereinrichtungen zu garan- 
tieren und um Qualitatssicherheit gewahrleisten zu konnen. 
Dabei werden neben verschiedenen Funktionsparametern gegebe- 
nenfalls auch die elektrische Leistungsauf nahme oder derglei- 
chen fur die einzelnen Halbleitereinrichtungen individuell 
ermittelt . 

Problematisch bei derartigen Funktionstests , die die Parame- 
ter der elektrischen Leistungsauf nahme bestimmen, ist die 
Beeinf lussung des Tests auf das Testergebnis selbst. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung zum 
Testen von Halbleitereinrichtungen zu schaffen, mit welcher 
die elektrische Stromauf nahme betreffende Betriebsparameter 
einer Mehrzahl Halbleitereinrichtungen individuell und 
gleichwohl besonders flexibel und verlasslich bestimmt werden 
konnen . 
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Die Aufgabe wird bei einer Anordnung zum Testen von Halblei- 
tereinrichtungen er f indungsgemaft mit den kennzeichnenden 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildun- 
gen der erf indungsgemafien Anordnung zum Testen von Halblei- 
5 tereinrichtungen sind Gegenstand der abhangigen Unteranspru- 
che . 

^ Die erf indungsgemafie Anordnung zum Testen von Halbleiterein- 
0~ richtungen weist eine fur zu testende Halbleitereinrichtungen 
10 gemeinsame Strom-/Spannungsversorgungseinheit auf. Des Weite- 
ren ist zur Verbindung der zu testenden Halbleitereinrichtun- 
gen mit der gemeinsamen Strom-/Spannungsversorgungseinhei t 
eine Mehrzahl Paare individueller Strom-/Spannungsversor- 
gungsleitungseinrichtungen vorgesehen. Zur Bestimmung der 
15 individuellen Stromauf nahme zu testender Halbleitereinrich- 
tungen ist jeweils eine Strommesseinrichtung in einer indivi- 
duellen Strom-/Spannungsversorgungsleitungseinrichtung des 
j eweiligen Paares von Strom-/Spannungsversorgungsleitungsein- 
richtungen vorgesehen. Erf indungsgemaft weist die jeweilige 



Strommesseinrichtung jeweils mindestens eine Hallsensorein- 
A richtung auf . 

Es ist somit eine grundlegende Idee der vorliegenden Erfin- 
dung, die jeweiligen individuellen Strommesseinrichtungen fur 

25 die einzelnen Halbleitereinrichtungen jeweils mindestens 
einer Hallsensoreinrichtung auszubilden. Dadurch kann die 
Aufnahme elektrischen Stroms durch die jeweilige individuelle 
Halbleitereinrichtung unter weitestgehender Vermeidung einer 
direkten Beeinf lussung ermittelt werden. Es lasst sich somit 

30 ubeir die Hallsensoreinrichtung ein unverf alschtes Messergeb- 
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nis im Hinblick auf den von der individuellen Halbleiterein- 
richtung aufgenommenen elektrischen Strom ermitteln. 

Vorteilhaf terweise ist die jeweilige Hallsensoreinrichtung 
zum Messen eines in der jeweiligen Strom-/Spannungsversor- 
gungsleitungseinrichtung flieftenden elektrischen Stroms uber 
ein durch diesen Strom erzeugbares Magnetfeld ausgebildet. 

Grundsatzlich kann erf indungsgemafi die Hallsensoreinrichtung 
mit einem einzelnen Hallsensor ausgebildet sein, der dann fur 
einen bestimmten Messbereich im Hinblick auf das auf ihn 
auftreffende Magnetfeld und somit im Hinblick auf den durch 
die j eweilige zugeordnete Strom-/Spannungsversorgungslei- 
tungseinrichtung flieftenden elektrischen Strom ausgebildet 
ist. Haufig besitzen Hallsensoren aber einen vergleichsweise 
engen Messbereich. Deshalb ist es von besonderem Vorteil, 
wenn eine Mehrzahl von Hallsensoren vorgesehen ist, wobei 
eine Mehrzahl hochstens zum Teil sich uberdeckender Messbe- 
reiche ausgebildet wird, so dass insgesamt gesehen der durch 
eine zugeordnete individuelle Strom- /Spannungsversorgungs lei- 
tungseinrichtung flieftende elektrische Strom besonders ver- 
lasslich uber einen breiten Wertebereich hinweg detektiert 
werden kann. 

Zur weiteren Verbesserung der Messbereichscharakteristika und 
zur Verbesserung der Empf indlichkeit der jeweiligen Hallsen- 
soren ist fur jeden Hallsensor eine Magnetf eldbundelungsein- 
richtung ausgebildet und vorgesehen, welche jeweils zur Bun- 
delung des durch Stromfluss in der zugeordneten Strom-/Span- 
nungsversorgungsleitungseinrichtung entstehenden Magnetfeldes 
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im Wesentlichen auf den jeweiligen Hallsensor ausgebildet 
ist . 

Dies kann zum Beispiel dadurch realisiert werden, dass als 
Magnet f eldbundelungseinrichtung jeweils ein Kern eines weich- 
magnetischen Materials vorgesehen wird. Dieser Kern kann zum 
Beispiel aus Ferrit oder dergleichen bestehen. 

Ferner ist es vorgesehen, dass die Magnetf eldbundelungsein- 
richtung den Querschnitt der jeweiligen zugeordneten und 
individuellen Strom-/Spannungsversorgungsleitungseinrichtung 
an zumindest einer Stelle im Wesentlichen umschlieftt. Damit 
wird erreicht, dass ein Groftteil der durch die Strom-/Span- 
nungsversorgungsleitungseinrichtung erzeugten Magnet f eldli- 
nien und also der magnetische Fluss die durch das Umschliefien 
durch die Magnetf eldbundelungseinrichtung gebildete Flache 
durchmessen . 

Weiterhin ist es zur Bundelung vorgesehen, dass die Magnet- 
f eldbundelungseinrichtung einen Spalt aufweist und dass der 
jeweilige zugeordnete Hallsensor im Bereich des Spalts ange- 
ordnet ist. 

Hallsensoren konnen im direkten Magnet feldmessbetrieb einge- 
setzt werden, bei welchem durch die aufgrund der wirkenden 
Lorenzkrafte erzeugte Hallspannung die Magnetf eldstarke oder 
magnetische Flussdichte bzw. der entsprechende Stromfluss 
direkt ermittelt werden. Es bietet sich aber eine indirekte 
Technik genau dann an, wenn eine hohere Genauigkeit erzielt 
werden soil. Diese indirekte Technik kann zum Beispiel im 
Rahmen eines so genannten Kompensationsverf ahrens durchge- 
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fuhrt werden, wobei dann die Hallsensoreinrichtung jeweils 
als Kompensationsstromwandler oder als Closed-Loop-Hall- 
Transducer ausgebildet ist. Dabei wird durch eine zusatzliche 
Einrichtung in der Hallsensoreinrichtung ein Magnetfeld er- 
zeugt, welches die Flussdichte des eigentlich zu messenden 
Feldes am Ort des Hallsensors moglichst genau kompensiert. 
Auf der Grundlage einer entsprechenden Eichung und Kalibrie- 
rung kann dann z.B. der Stromfluss, welcher zur Kompensation 
notwendig ist, als Mali fur das eigentlich zu messende Magnet- 
feld und somit als Mali fur den eigentlich zu messenden Strom 
in der zugeordneten individuellen Strom-/Spannungsversor- 
gungsleitungseinrichtung herangezogen werden. 

Dazu ist es insbesondere vorgesehen, dass eine Magnetf eldkom- 
pensationseinrichtung ausgebildet ist, insbesondere in Form 
einer Wicklung im Bereich der Magnet f eldbundelungseinrich- 
tung, und weiter vorzugsweise urn den Kern weichmagnetischen 
Materials herum. 

Vorteilhaf terweise ist die erf indungsgemalie Anordnung zum 
Testen von Halbleitereinrichtungen zum Testen von Memory- 
chips, von Wafern oder von Halbleitermodulen ausgebildet, 

Besonders flexibel und kompakt gestaltet sich die erfindungs- 
gemafte Anordnung zum Testen von Halbleitereinrichtungen dann, 
wenn diese zumindest zum Teil auf einer Platine oder einem 
Motherboard, insbesondere einer Testeinrichtung, ausgebildet 
ist. Des Weiteren kann es bei einer speziellen Ausfuhrungs- 
form vorgesehen sein, dass die erf indungsgemalie Anordnung zum 
Testen von Halbleitereinrichtungen zum Kontaktieren zu tes- 
tender Halbleitereinrichtungen eine Nadelkarte aufweist. 
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Allgemein kann irgendeine Kontaktierungsvorrichtung vorgese- 
hen sein. 

Weiterhin ist vorteilhaft, wenn die Hallsensoreinrichtung 
jeweils auf der Platine, dem Motherboard oder der Nadelkarte 
oder allgemein der Kontaktierungsvorrichtung integriert aus- 
gebildet ist. Dadurch ergibt sich eine besonders kompakte 
Testanordnung . 

Diese und weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben 
sich auch aufgrund der nachfolgend ausgefuhrten weiteren 
Erlauterungen : 

Die Erfindung betrifft, wie oben bereits erlautert wurde, das 
Testen von Memorychips , Wafern, Halbleitereinrichtungen all- 
gemein und Halbleitermodulen, und zwar im Hochvolumen. Es 
wird dabei die genauere und kontaktlose Strommessung bei 
gemeinsam genutzten Strom-/Spannungsversorgungseinheiten 
(pps: programmable, power supply) oder Shared Power Supplies 
durch den Einsatz von einem oder mehreren Hallsensoren reali- 
siert . 

Bisher ist man zum Beispiel beim Memorytest auf ein Minimum 
von einer Strom-/Spannungsversorgungseinheit pro Chip be- 
schrankt, wenn man Nachteile im Hinblick auf Ausbeuteverluste 
durch kurzgeschlossene Chips vermeiden will. Bei modernen 
Weiterentwicklungen wird eine Strom-/Spannungsversorgungs- 
einheit auf mehrere Chips aufgeteilt, ohne dass es zu einem 
Ausbeuteverlust kommt . 
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Bei herkommlichen Testanordnungen fur Halbleitereinrichtungen 
werden elektrische Parameter im Hinblick auf die Stromaufnah- 
me der individuellen Halbleitereinrichtungen oder Chips uber 
eine konvent ionelle Strommessung mittels so genannter Shunts 
5 durchgef uhrt , welche in der PPS-Leitung eingebracht sind und 
an welchen dann eine dem Stromfluss proportionale Potenzial- 
differenz gemessen werden kann (indirekte Strommessung) . 




Diese konventionelle Herangehensweise hat verschiedene 



10 Nachteile: 



Ein Shunt in einer Leitung bedeutet immer einen elektrischen 
Widerstand, und somit findet an dieser Stelle in der Tat ein 
Spannungsabf all statt. Dieser Spannungsabf all fungiert als 
15 Storgrofte in der PPS-Leitung, und zwar selbst dann, wenn eine 
Ausregelung auf den Sense Point nach dem Shunt erfolgt. 



Fur mehrere Messbereiche muss man auf die Technik einer so 
genannten Schaltmatrix (Relais, FETs, usw.) zuruckgreif en und 
somit verschieden grofie Shunts in den PPS-Pfad schalten. 
Damit ist kein Wechsel des Messbereichs bei eingeschalteter 
PPS moglich, und zwar im Sinne eines Hot Switching, wodurch 
die Gefahr der Korrosion oder des Abbrennens der Kontakte 
besteht. Zusatzlich besitzt die Schaltmatrix eine gewisse 
25 zusatzliche Storanf alligkeit , insbesondere im Hinblick auf 

Kontaktprobleme, im Hinblick auf zusatzliche Ubergangswider- 
stande und im Hinblick auf die Ansteuerung der Schaltmatrix. 

Das Vorliegen des Shunts im Sinne eines Ohmschen Widerstands 
30 impliziert immer eine R-C-L-Kombination, das heilit eine Kom- 
binationen aus Ohmschen Widerstand R, Kapazitat C und Induk- 
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tivitat L. Dabei stellen die Kapazitat C und die Induktivitat 
L Storgrofien dar. Der induktive Teil L hat dabei den groflten 
Anteil und fuhrt gegebenenf alls zu einem langsameren Ein- 
schwingen beim Einschalten oder Power-Up sowie bei jeder 
Anderung des elektrischen Stroms wahrend der Messung, welche 
zum Beispiel durch das Testmuster Pattern ausgelost wird, 
durch welches der Chip wahrend des Tests angesteuert wird. 
Dies alles bedeutet eine .ungewunschte Veranderung der Pruf- 
scharfe, und zwar sowohl eine Verscharfung als auch Abschwa- 
chung . 

Ferner kann bei dieser konventionellen Herangehensweise der 
Messbereich nicht individuell fur einen Chip festgelegt wer- 
den, es sei denn, man nimmt eine erhohte Testzeit in Kauf, 
wenn man mit zwei oder mehr Messbereichen misst. 



s 



Im Gegensatz dazu ist bei der vorliegenden Erfindung fur jede 
Strommesseinrichtung mindestens eine Hallsensoreinrichtung 
vorgesehen. Dabei finden ein oder mehrere Hallsensoren Ein- 
satz, und zwar zum iMessen des Stroms in jeder der gesharten 
PPS-Leitungen, um die Stromauf nahme jedes einzelnen Chips 
individuell zu bestimmen. 



Es konnen dabei sehr kleine Hallsensoren zum Einsatz kommen. 
Somit ist die Platzierung einer grofteren Anzahl von Hallsen- 
soren in einem Motherboard einer Testeinrichtung unproblema- 
tisch. Es kann sich dabei um Sensoren der Grofte 32 ' 32 pm 2 
mit einem Pitch von 150 um handeln. 

Um groftere Messbereiche abzudecken, konnen mehrere Sensoren 
mit unterschiedlichen individuellen Messbereichen gemeinsam 
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verwendet werden, zum Beispiel durch die Verwendung von einem 
Sensor mit einer Grundempf indlichkeit von 50 pT unter zusatz- 
lichem Einsatz von verschiedenen Ferriten mit unterschiedli- 
chen Permeabilitatszahlen . 

5 

Des Weiteren bietet sich der Einsatz als Kompensat ionsst rom- 
wandler oder als so genannter Closed-Loop-Hall-Transducer an, 

— um Nichtlinearitaten im Bereich hoher Sattigungen und damit 

im Bereich der Rander des Messbereichs des jeweiligen Sensors 

10 zu vermeiden. 

Des Weiteren bietet es sich an, den Sensor mit seiner gesam- 
ten Ansteuer- und Auswerteelektronik fur die Strommessung 
integriert auszubilden, zum Beispiel auf Modulen, welche im 
15 Fall eines Defekts einfach ausgewechselt werden konnen. 

Durch das erf indungsgemafte Vorgehen ist keine Festlegung der 
jeweiligen Messbereiche vor der Messung notwendig. Zum Bei- 
spiel konnen Messbereiche von 10 mA und 100 mA festgelegt 



bei einem Stromtest unterhalb von 10 mA und 5 % der Chips 
oberhalb von 100 mA. Bisher wurde daher konvent ionell ein 
Messverf ahren mit einem Messbereich von 100 mA verwendet. 
Wobei dann eine verringerte Messgenauigkeit im Hinblick auf 

25 95 % der Chips in Kauf genommen werden muss. Alternativ dazu 
kann konventionell zweimal gemessen werden. Zuerst mit dem 
Messbereich von 10 mA und dann mit dem Messbereich von 
100 mA. Die Messergebnisse fur den Bereich von 10 mA werden 
fur alle diejenigen Chips verwendet, die unter diesem Grenz- 

30 wert liegen. Die Messergebnisse fur den Messbereich zu 100 mA 
werden fQr alle diejenigen Chips verwendet, die oberhalb 




Erf ahrungsgemafr liegen zum Beispiel 95 % der Chips 
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dieser Grenze liegen. Dies beinhaltet einen erhohten Aufwand 
an Zeit und Verwaltung. 

Mit dem erf indungsgemalien Vorgehen kann die Auswerte- und 
Ansteuerelektronik mit Schnittstelle zum Tester ohne Zeitver- 
lust diese Aufgabe ubernehmen. Meldet zum Beispiel ein Hall- 
sensorelement, welches einen Messbereich von 10 mA besitzt, 
eine Sattigung oder einen Overflow, so werden automatisch die 
Daten des Elements zu 100 mA ausgewertet und fur die weitere 
Klassif izierung verwendet . 

Ein weiterer Vorteil des erf indungsgemaiien Vorgehens ist die 
Unterbringung der Anordnung oder von Teilen davon auf einem 
Motherboard. Dies hat auch Vorteile gegenuber der Unterbrin- 
gung auf der Nadelkarte. Dadurch kann die erf indungsgemafie 
Anordnung universell eingesetzt werden und somit als Teil des 
Testers dienen. Die Anordnung muss zu groften Teilen nicht fur 
jedes Produkt neu und frisch realisiert werden. 

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung weiter auf der 
Grundlage der beigefiigten schematischen Zeichnungen naher 
erlautert, welche bevorzugte Ausf uhrungsf ormen der Erfindung 
reprasentieren . 

Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm zur Veran- 

schaulichung einer ersten Ausf uhrungsf orm der er- 
f indungsgemaften Anordnung zum Testen von Halblei- 
tereinr ichtungen . 
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Fig. 2, 3 zeigen zwei andere bevorzugte Ausf uhrungsf ormen 
der erf indungsgemafien Anordnung zum Testen von 
Halbleitereinrichtungen . 

5 Nachfolgend werden Elemente und Komponenten, welche ahnliche 
Funktionen und Strukturen besitzen, durch dieselben Bezugs- 
zeichen bezeichnet, ohne dass in jedem Fall ihres Auftretens 
eine detaillierte Beschreibung erfolgt oder wiederholt wird. 

%- 

10 Fig. 1 zeigt in Form eines schematischen Blockdiagramms den 

grundsatzlichen Aufbau der erf indungsgemaften Anordnung 10 zum 
Testen einer Mehrzahl Halbleitereinrichtungen 20. Die zu 
testenden Halbleitereinrichtungen 20 sind dabei auf einer 
eigenen Testplatine 25 angeordnet und uber hier nicht darge- 

15 stellte Bussysteme mit der Anordnung 10 zum Testen der Halb- 
leitereinrichtungen 20 steuerbar verbunden. Jede der zu tes- 
tenden Halbleitereinrichtungen 20 ist uber ein Paar 40 erster 
und zweiter Strom-/Spannungsversorgungsleitungs-einrichtungen 
40f und 40s mit der gemeinsamen Strom-/Spannungsversorgungs- 
,^0^ einheit 30 verbunden. Dabei findet die Ankopplung an die 

gemeinsame Strom-/Spannungsversorgungs-einheit 30 in paralle- 
ler Art und Weise uber die Hauptversorgungsleitungen 41 und 
42 statt. Zur Messung der Stromauf nahme der zu testenden 
Halbleitereinrichtungen 20 wahrend der Tests ist in der je- 

25 weils ersten Strom-/Spannungsversorgungs-einrichtung 40f, 

welche auch als Forceleitung bezeichnet wird, eine Strommess- 
einrichtung 50 in Form einer Hallsensoreinrichtung 60 vorge- 
sehen . 

30 Die* Fig. 2 und 3 zeigen schematische Detailansichten der 

Hallsensoreinrichtung 60. In den Ausf Uhrungsf ormen der Fig. 2 
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und 3 besteht diese aus einem ersten Hallsensor 61-1 und 
einem zweiten Hallsensor 61-2, welche jeweils liber Steuer- 
und Auswerteleitungen 69 mit einer Steuer-/Auswerteelektronik 
68 verbunden sind. Uber eine weitere Leitungseinrichtung 65 
1st die Auswerte-/Steuerelektronik 68 uber ein entsprechendes 
Interface mit einer ubergeordneten Steuerung verbunden. Die 
Hallsensoren 61-1 und 61-2 sind jeweils in einem Spalt 63 
einer jeweils im Wesentlichen torusf ormigen Magnet feldbiinde- 
lungseinrichtung 62 in Form eines die erste Strom-/Spannungs- 
versorgungs leitungseinrichtung 4 Of oder Forceleitungseinrich- 
tung umschliefrenden Ferritkerns angeordnet, so dass das in 
der ersten Strom- /Spannungsver so rgungs leitungseinrichtung 4 Of 
oder Forceleitungseinrichtung durch Stromfluss erzeugte Mag- 
netfeld durch den Ferritkern gebundelt und im Spalt 63 auf 
den jeweiligen Sensor 61-1 bzw. 61-2 gerichtet wird. 

In Erganzung dazu weist bei der Ausf iihrungsf orm der Fig. 3 
jede der Magnetf eldbundelungseinrichtungen 62 eine Magnet- 
f eldkompensationseinrichtung 64 in Form einer Wicklung urn den 
Fer ritkern der Magnetf eldbiindelungseinr ichtung 62 auf, welche 
uber Steuer- und Versorgungsleitungen 66 ebenfalls mit der 
Auswerte-/Steuerelektronik 68 verbunden sind. 
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Patentanspruche 

1. Anordnung zum Testen von Halblei tereinr icht ungen 

- mit einer fur zu testende Halbleitereinr ichtungen 

( 20 ) gemeinsamen St rom/Spannungsversorgungseinheit 
(30) , 

- mit einer Mehrzahl Paare (40) individueller Strom- 
/Spannungsversorgungsleitungseinr icht ungen ( 4 Of , 
40s) zum Verbinden zu testender Halbleitereinr ich- 
tungen (20) mit der gemeinsamen Strom-/Spannungs- 
ver sorgungseinhei t (30) und 

- mit jeweils einer S t rommesseinrichtung (50), welche 
jeweils in einer der individuellen Strom- 
/Spannungsversorgungs lei tungseinr icht ungen ( 4 0 f ) 
des jeweiligen Paares (40) und zur Messung einer 
individuellen St romauf nahme einer zu testenden 
Halbleitereinrichtung (20) ausgebildet ist, 

- wobei die St rommesseinrichtung (50) jeweils mindes- 
tens eine Hallsensoreinr ichtung (60) aufweist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hallsensoreinr ichtung (60) zur Messung eines 
in der jeweiligen St rom-/Spannungsversorgungs- 
leitungseinrichtung (40f) flieftenden elektrischen 
Stroms uber ein durch diesen Strom erzeugbares Mag- 
netfeld ausgebildet ist. 

3. Anordnung nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Hallsensoreinrichtung (60) einen Hallsensor 
(61-1, 61-2) fur einen Messbereich Oder eine Mehrzahl 
Hallsensoren (61-1, 61-2) fur eine Mehrzahl hochstens 
zum Teil sich iiberdeckender Messbereiche aufweist. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass fur jeden Hallsensor (61-1, 61-2) eine Magnet- 
f eldbundelungseinrichtung (62) vorgesehen ist, welche 
zur Biindelung des durch Stromfluss in der zugeordne- 
t en S trom-/Spannungsver sorgungsleitungseinr icht ung 
(40f) entstehenden Magnetfeldes im Wesentlichen auf 
den jeweiligen Hallsensor (61-1, 61-2) ausgebildet 
ist . 

5. Anordnung nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Magnet f eldbundelungseinrichtung (62) als 
Kern eines weichmagnetischen Materials, zum Beispiel 
aus Ferrit, ausgebildet ist. 

6. Anordnung nach einem der Anspruche 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Magnet f eldbundelungseinrichtung (62) den 
Querschnitt der jeweiligen Strom-/Spannungsversor- 
gungsleitungseinrichtung (40f) an zumindest einer 
Stelle im Wesentlichen umschliefit. 
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7. Anordnung nach einem der Anspruche 4 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

- dass die Magnet f eldbundelungseinrichtung (62) einen 
Spalt (63) aufweist und 

- dass der jeweilige Hallsensor (61-1, 61-2) im Be- 
reich des Spalts (63) angeordnet ist. 

8. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hallsensoreinrichtung (60) jeweils als Kom- 
pensat ionss t romwandler oder Closed- Loop -Hal 1- 
Transducer ausgebildet ist. 

9. Anordnung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Magnet f eldkompensat ionseinrichtung (64) 
vorgesehen ist, insbesondere in Form einer Wicklung 
im Bereich der Magnet f eldbundelungseinrichtung (62), 
vorzugsweise um den Kern weichmagnet ischen Materials. 

10. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
welche zum Testen von Halblei tereinr ichtungen (20) in 
Form von Memorychips, Wafern oder Halbleitermodulen 
ausgebildet ist. 

11. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, 
welche zumindest zum Teil auf einer Platine oder ei- 
nem Motherboard ausgebildet ist. 



12. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, 

welche zum Kontaktieren zu testender Halblei terein- 
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richtungen (20) eine Kontakt ierungs vor r ichtung , ins- 
besondere eine Nadelkarte aufweist. 

13. Anordnung nach einem der Anspruche 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hallsensoreinr ichtung (60) jeweils auf der 
Platine, dem Motherboard oder der Nadelkarte integ- 
riert ausgebildet ist. 
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Zusammenf as sung 

Anordnung zum Testen von Halblei tereinricht ungen 

Fur eine besonders flexible Ausges t al tung einer Anordnung 
zum Testen einer Mehrzahl von Halbleit ereinr icht ungen 
(20), fur welche wahrend des Testens die individuelle 
Stromauf nahme gemessen werden soil, ist individuell fur 
jede H^lbleitereinrichtung (20) eine St rommesseinr ichtung 
(50) in Form einer Hallsensoreinr ichtung (60) in einer 
individuell en S trom-/Spannungs versorgungs lei tungseinr ich- 
tung (40f) mit einer gemeinsamen Strom-/Spannungsversor- 
gungseinheit (30) ausgebildet. 



(Fig. 1) 
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Bezugszeichenliste 

10 Anorclnung zum Testen 

2 0 Halbleitereinrichtung 
25 Testplatine 

3 0 Strom-/Spannungsversorgungseinheit 
40 Paar von Leitungen 

40f erste individuelle Strom- 

/Spannungs ver sorgungslei tungseinrichtung, Force- 
Leitung 

40s zweite individuelle Strom- 

/Spannungs ver sorgungslei tungseinrichtung, Sense- 
Leitung 

5 0 St rommes seinr ichtung 
60 Hallsensoreinrichtung 
61-1 Hallsensor 

61-2 Hallsenor 

62 Magnet feldbunde lungs einr ichtung 

63 Spalt 

4 Magnet fe ldkomp en sat ions einr ichtung 
65 Steuer leitung 

6 6 Ansteuer-/Versorgungs leitung 

Kompens at ionseinr ichtung 

68 Steuer-/Auswerteelektronik; -einr ichtung 

6 9 Ansteuer- /Ver sorgungslei tung Hallsensor 
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Figur fur die Zusammenf assung 
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